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EH-3020PT-A80

Features/特点

·适用于 SMT 组装/Suitable for SMT assembly

·峰值波长 940nm/Peak wavelength 940nm

·接收灵敏度高 High receiving sensitivity

·接收角度一致性好 Good consistency of receiving angle

Applications/应用

·电子白板/Electronic Whiteboard

·红外触控屏/Infrared touch screen

·其他消费电子/Other Consumer Electronics

Device Selection Guide/选择指南

Device No. Chip Material Lens Color Manufacturer

EH-3020PT-A80 Silicon Black EHAOAN
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Package Dimensions/尺寸参数

Note: Tolerances unless mentioned ±0.1mm. Unit = mm

注：除非另有说明，否则公差为±0.1 mm 单位=mm
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Absolute Maximum Ratings /最大限度参数值(Ta=25°C)

参数名称
Parameter

符号
Symbol

最大额定值
Rating

单位
Unit

集电极-发射极电压
Collector-Emitter Voltage

VCEO 30 V

发射极-集电极电压
Emitter-Collector- Voltage

VECO 5 V

工作温度
Operating Temperature

Topr -40~+85 °C

存储温度
Storage Temperature

Tstg -40~+100 °C

焊接温度
Soldering Temperature

Tsol 260°C for 5sec °C

功耗
Power Dissipation

Pd 75 mW

Opto-Electronical Specification/主要光电参数(Ta=25℃)

参数名称
Parameter

符号
Symbol

最小值
Min

标准值
Type

最大值
Max

单位
Unit

测试条件
Condition

感光波长范围
Spectral range of sensitivity

λ10% 700 -- 1100 nm IF=20mA

感光峰值波长
Wavelength of max

λSmax -- 940 -- nm IF=20mA

接收角度
Receiving Angle

2θ1/2
水平 Horizontal -- 90 --

deg IF =20mA2θ1/2
垂直 Vertical -- 35 --

集电极光电流
Collector Photocurrent

IC(ON) -- 5 -- mA
VCE =5V

Ee=1mW/cm²
λp=940nm

集电极暗电流
Collector Dark Current

ICEO -- -- 0.1 μA Ee=0mW/cm²
VCE =5V

集电极-发射极击穿电压
Collector-Emitter

Breakdown Voltage
BVCEO 30 -- -- V Ee=0mW/cm²

IE=100μA

发射极-集电极击穿电压
Emitter-Collector

Breakdown Voltage
BVECO 5 -- -- V Ee=0mW/cm²

IE=10μA

集电极-发射极饱和电压
Collector-Emitter Saturation

Voltage
VCE(sat) -- -- 0.4 V IC=100μA

Ee=1mW/cm²
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Typical Characteristics Curves/曲线参数

笛卡尔坐标系——水平方向 笛卡尔坐标系——垂直方向
Cartesian coordinates-Horizontal Cartesian coordinates-Vertical
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Fig.1-Relative Spectral Sensitivity vs.wavelength Fig.2-Collector Current vs. Irradiance

Fig.3-Collector Current vs. Collector-Emitter Fig.4-Relative Collector Current vs.
Voltage Ambient temperature

光谱灵敏度 vs 波长 集电极电流 vs 辐照度

集电极电流 vs 集电极-发射极电压 相对集电极电流 vs 环境温度
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Radiation intensity classification/光电流的分档

VR =5V
Ee=1mW/cm2

λP=940nm

CAT MIN(mA) MAX(mA)

A 2 4

B 4 6

C 6 8

D 8 10

Failure criterion/失效判定标准

项目
Item

符号
Symbol

测试条件
Test Conditions

判断标准 Criteria for Judgement

最小值 Min. 最大值 Max.

集电极-发射极饱和电压
Collector-Emitter saturation

voltage
VCE(sat) IC=100μA

Ee=1mW/cm² - U.S.L*) x 2.0

集电极光电流
Collector photocurrent

IC(ON)

VCE =5V
Ee=1mW/cm²

λp=940nm
L.S.L)*0.7 -

集电极暗电流
Collector dark current

ICEO VCE =5V
Ee=0mW/cm² - U.S.L*) x 2.0

备注 Note：

1、USL：标准值上限值，LSL：标准值下限值

USL：Upper Standard Level, LSL: Lower Standard Level

2、数据工作表中所示的技术信息仅限于典型特征和电路实例引用的产品.它既不构成工业特性的保证,也不构成任何许可的授权。

The technical information shown in the data sheets are limited to the typical characteristics and circuit examples of the referenced products. It does

not constitute the warranting of industrial property nor the granting of any license.
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Reliability Test/可靠性试验

测试项目
Test item

参考标准
Reference
standard

测试条件
Test condition

时间
Time

数量
Number

接受/拒收
Accept /

Reject

回流焊
Reflow soldering JESD22-B106 Temp:260°C max

T=5sec 3 times 22Pcs 0/1

冷热冲击
Thermal Shock JESD22-A104

100°C±5°C 30min.
↑↓5min

-40°C±5°C 30min.

100
Cycles 22Pcs 0/1

高温保存
High temperature

storage
JESD22-A103 Temp:100°C±5°C 1000Hrs 22Pcs 0/1

低温保存
Low temperature

storage
JESD22-A119 Temp:-40°C±5°C 1000Hrs 22Pcs 0/1

高温高湿保存
High temperature and
high humidity storage

JESD22-A101 85°C±5°C /85％RH 1000Hrs 22Pcs 0/1
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Moisture Resistant Packing Materials/标签标识

CAT：Ranks

HUE：Peak Wavelength

REF：Reference

QTY: Packing Quantity

LOT No: Lot Number

Carrier Dimension/载带尺寸

Note: The tolerances unless mentioned is ±0.15mm ,Unit = mm.

注：除非另有说明，否则公差为±0.15 mm，单位=mm。

TIEM W A0 B0 K0 E F D0 D1 P P0 P1 T

DIM 12.00 2.10 3.13 3.05 1.75 5.45 1.50 1.50 4.00 2.00 8.00 0.35

TOLE ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.05
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Reel Dimension/卷轴尺寸(6000pcs/reel)

Note: The tolerances unless mentioned is ±0.15mm ,Unit = mm.

注：除非另有说明，否则公差为±0.15 mm，单位=mm。
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Notes/注意事项

存储：

1、未打开原始包装的情况下，建议储存的环境为: 温度: 5℃~30℃；湿度: 85%RH 以下。

2、打开原始包装后，建议储存环境为： 温度 5~30°C ；湿度 60% 以下。

3、LED 是湿度敏感元件，为避免元件吸湿，建议打开包装后，将其储存在有干燥剂的密闭容器内，或者储存在氮气防潮柜内。

4、打开包装后，元件应该在 168 小时（7 天）使用；且贴片后应尽快做焊接。

5、如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时（7 天），应作除湿处理。烘烤条件：60℃，24 小时。

ESD 静电防护

LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常，比如漏电流过大,VF 变低,或者无法点亮等等。请注意以下事项：

1、接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。

2、所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等，应该做适当的接地保护。

3、储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱，严禁使用普通塑料制品。

4、建议在作业过程中，使用离子风扇来压制静电的产生。

距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。

清洗

建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED，严禁使用腐蚀性溶液清洗。

焊接

1、回流焊焊接次数不得超过两次。

2、只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接；最高焊接温度不应超过 300 度，且须在 3 秒内完成。烙铁最大功率应不超过 30W。

3、焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。

4、焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止弯折 PCB，避免元件受到撞击。

5、建议焊接温度曲线

有铅制程 无铅制程

其他

1、本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别是

当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员。

2、高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视。

3、出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。


